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 Anforderungen an Gehäuse 1 M Speicher 

 

 Bauform DIP 18 
 

 Reihenabstand 7,5 mm 
 

 Plast 
 

 Keramik 
 

 Standard-Montagetechnologie mit ggf. Chip-Schutz  

2 

 1 M Speicher 

Lud 19032015 
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 Entwicklung in Dresden 
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1 M Speicher 
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 Fremdmuster                                                   ZMD 
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1 M Speicher 

7,12 

7,62 

7,50 

7,5 

5,1 
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 Eigene Lösung   DIL-Plast 
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1 M Speicher 
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 DIP MK  18 
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1 M Speicher 
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 Eigene Lösung DIK MK 18 
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1 M Speicher 
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 Packageentwicklung 

 Bauform / Montagetechnologie / Padlayout 
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Packageentwicklung Speicher 
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 Packageentwicklung  DIP auf LOC 
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Packageentwicklung Speicher 
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 Packageentwicklung LOC 
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Packageentwicklung Speicher 

Quelle Siemens 
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 Packageentwicklung  BOC  - FBGA 
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Packageentwicklung Speicher 

Quelle Qimonda 
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 Packageentwicklung COB 

 Chip mit Umverdrahtung (RDL) 

 2-fach Stapel 
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Packageentwicklung Speicher 

Quelle Qimonda 
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   COB   tauglich für Massenverfahren 
 

 Anforderungen / Systemuntersuchungen 

 

 Leiterplatten (PCB)  Aufbau u. Materialien 

 

 Metallisierung (Bondgold) 

 

 Klebstoffe 

 

 Abdeckmaterialien (GlobTop) 
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Alternativen zum Standard Package 
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Alternativen zum Standard Package 

 ] Lp / Bondgold

 ] Klebstoffe

 ] Glob Top-Mat.

 ] Stacked Die

 ] Speichermodule

 ] BGA

1997 2000 2002 2005 2008

COB / Modultechnik

Grundlagen CERDIP CERFLAT CERQUAD Technologie-Transfer

 ]TC-Au  ] LOC 16M

 ]US-Al Spider-Technik Mehrlagen-Keramik  ] DS-Technik

 ]AuSi Eutektikum ]DIP ]CQFP  ] Opto-Lasermod.

 ]Welding ]CLCC

Plast-DIP Mat.-Qualifizierung

Plast- SO / QFP

Edelmetall-Substitution

 ] Cu-Draht

 ]Au-freies Plastgeh.

1961 1976 1980 1986 1993 1996

KÜL 5 (WLP)

 ]AlGe-Lot COB

Bumping / TAB

Drucksensor-

Module

Trägermat. FR 4 

Automotive

Bild-

Sensoren 

Cleanroom 100

Keramikgeh. / FR 4

Industrie /

Automotive

Flex-

Module

Fertigungslinie

Polyimid 

Medizin

MEMS-

Mikrofon

Fertigungslinie

Trägermat. FR 4 

Handy

Drehrate-

Module

Fertigungslinie

Trägermat. FR 4 

Automotive
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 Speichermodule 

15 

Alternativen zum Standard Package 
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 Drucksensormodul 
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Alternativen zum Standard Package 

Kappe 

Siliconklebstoff 

FR 4 

Sensor 

Epoxy 2 

ASIC 

Epoxy 3 

Epoxy 1 

Al -Carrier 

Epoxy 4 
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 3D –Chip Modul 
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Alternativen zum Standard Package 

Glob Top

Chip 2  ( COB)

Bonddraht

Klebstoff

Chip 1 ( PFC )

Polymer Bump

Underfill

Substrat

Lotball

SMD

      Querschnitt  3D - Chip - Hybrid
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 MEMS Mikrofon 
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Alternativen zum Standard Package 

 Kappe 

Epoxy 3  

 FR 4 

  

 ASIC 

Epoxy 1 

 

Epoxy 2 

 MEMS-Mikrophon 

Siliconklebstoff   
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 MCM Module 
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Alternativen zum Standard Package 

Merkmale:  Body:  12 x 21 mm²  Drahtdurchmesser:   Au 30 µm 

  Layer:  13 AlN  Anzahl Drahtbonds:  500 

  PV max.::  20 W  Bondpitch:  50 µ , staggered 
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 Systemintegration 

 3D System Architectures –TSV-Interposer 
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Alternativen zum Standard Package 
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 Systemintegration 

 TSV - Prozess 
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Alternativen zum Standard Package 



          LEIBNIZ-Konferenz, Industrielle Revolution 4.0 im historischen Kontext 

 Systemintegration 
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Alternativen zum Standard Package 


